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一、選擇題 20 題，每題 3 分，共 60 分【答案劃至答案卡，否則不計分！沒劃座號扣 10 分】 

1. (  )有一電壓源 v(t) =6 + 8√2sin7t V，其平均值電壓與有效值電壓比約為何？(A)–0.6  (B) 0.6  (C) 

–0.8  (D) 0.8   

 
2. (  )承第 1 題，請問波形因數為何？(A)0.6  (B) 0.8  (C) 1.2  (D) 1.6 

 

3. (  )使用交流電壓表測量交流電源的電壓，若其指示為 100V，則該值為(A)平均值  (B)有效值  (C)峰

值  (D)瞬間值 

 

4. (  )矽、鍺半導體材料的導電性，隨溫度上升而產生何種變化？ (A) 成為絕緣體 (B) 減少 (C) 不變 (D) 增加  

 

5. (  )有兩正弦波電流方程式分別為𝑖1(t) = 10cos(100πt − 120°)、𝑖2(t) = 10sin(100πt + 60°)，則兩波

形時間差為(A)2ms  (B)2.5ms  (C)4ms  (D)5ms   

 

6. (  )下列有關電子能帶的敘述何者有誤？(A)傳導帶：物質中電子能夠自由移動的能階範圍，在此區活

動的電子稱為價電子  (B)價電帶：最外層電子所佔據的能帶  (C)禁止帶（能階）：傳導帶與價電帶之

間的能量距離  (D)絕緣體的禁止帶最寬   

 

7. (  )下列有關半導體材料之特性何者錯誤？(A)本質半導體摻入特定之雜質元素稱為雜質半導體  (B)具

有 5 個價電子的雜質稱為受體  (C)N 型半導體材料的多數載子是電子  (D)P 型半導體材料的多數載子

是電洞 

 

8. (  )下列何種元素摻入本質半導體中，可以使本質半導體轉為 P 型半導體？此半導體為何電性？(A)砷（As），正電  

(B)磷（P），電中性  (C)硼（B），電中性  (D)銻（Sb），負電 

 

9. (  )下列敘述何者錯誤？ (A)在 P 型半導體裡，電子的濃度將隨溫度的升高而減少 (B)在本質半導體中摻入銻元素的

雜質後，即成為 N 型半導體 (C)在 N 型半導體裡，導電的載子主要是電子 (D)當溫度升高時，一般金屬導體電阻增

加 

 

10. (  )下列關於價電子與自由電子的敘述，何者錯誤？(A) 自由電子位於傳導帶   (B) 價電子脫離原來的軌道所留下之

空缺，稱為電子   (C) 價電子位於原子核最外層軌道   (D) 價電子成為自由電子會吸收熱能 

 

11. (  )有一正弦波於 2.5ms 完成（歷經）10 個週期之變化，其頻率為(A)1kHz  (B)2kHz  (C)4kHz  

(D)8kHz   

 

12. (  )矽製二極體 65°C 時的逆向飽和電流為 48μA，試求於 35°C 時的逆向飽和電流大小為何？ 

(A)3μA  (B)6μA  (C)12μA  (D)24μA   

 

13. (  )由於半導體內的電子或電洞濃度不均，濃度高的載子會往濃度低的區域移動，而形成的電流稱為

(A)擴散電流  (B)過渡電流  (C)漂移電流  (D)渦電流 

 

14. (  )當二極體於逆向偏壓時，下列敘述何者正確？(A) 障壁電位減少、空乏區變窄 (B)障壁電位增加、空乏區變窄 

(C)障壁電位減少、空乏區變寬 (D)障壁電位增加、空乏區變寬  
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15. (  )當 P 型半導體與 N 型半導體結合時，會在 PN 接面形成空乏區，在空乏區中，靠近 P 型側及 N 型

側分別有(A) 正離子、負離子  (B)負離子、正離子  (C) 電子、電洞  (D) 電洞、電子   
 

16. (  )右圖為二極體在三種不同溫度下之特性曲線，何者正確？(A)   (B)   (C)

  (D)   

  

 

17. (  )正弦波、方波、三角波三種波形的半週平均值電壓皆為 10 伏特，則何者之峰值電壓最大？

(A) 三者皆相同  (B)方波  (C)正弦波  (D)三角波   
 

18. (  )矽二極體在室溫 35°C 時，切入電壓為 0.65V，當溫度升高 65°C 時，切入電壓變為多少？(A)0.8V  

(B)0.6V  (C)0.4V  (D)0.2V   
 

19. (  )有關本質半導體（Intrinsic semiconductor）的敘述何者有誤？(A)電子濃度不等於電洞濃度  (B)帶

電荷的載子有兩種，就是自由電子與電洞  (C)是指未摻入雜質的半導體  (D)本質半導體的載子濃度

很接近絕緣體 

 

20. (  )下列敘述何者正確？ (A)在 P 型半導體裡，導電的多數載子主要是電子 (B)半導體溫度下降時，其電阻下降 (C)

在 N 型半導體裡，電洞的濃度將隨溫度的升高而增加 (D)當溫度升高時，一般金屬導體的電阻下降  

 

二、填空題：共 10 格，每格 4 分，共 40 分【未填入答案格不給分！未寫單位扣 1 分】 

 

1. 有一正弦波信號為 v(t) =10√2sin(377t − 30°)V，此信號週期為① ， 有效值電壓為？② ，平均值電

壓為？③；求當 t=
1

360
秒時之電壓瞬間值為？④。將一直流電壓 5V 加入此正弦波信號，請問 v(t)之最大

值為何？⑤  

2. 右圖所示，Vav =⑥。Vrms =⑦。 

 

 

 

 

3. 有一矽質本質半導體，已知原子密度 = 5 x 1022 個/cm3，本質載子濃度 ni=2.5 x 1010 個/cm3，若每 107 個

的矽原子摻入 1 個銻原子，則(1)此半導體之多數載子自由電子濃度為多少？⑧(2) 此半導體之少數載子

電洞濃度為多少？⑨(3)該半導體為何種類型的半導體？⑩ 

 

 

【未寫座號及姓名，各扣 5 分】座號：     姓名： 

填空題答案格：【未填入答案格不給分！未寫單位扣 1 分】 

① ② ③ ④ ⑤ 

     

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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